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(54) Title: METHOD OF BONDING TWO SUBSTRATES
(54) Titre : PROCEDE DE COLLAGE DE DEUX SUBSTRATS

(57) Abstract: The invention

provides a method of bonding two

substrates together during which

the surfaces of said substrates are

. C brought into contact with each

— — = Picots other, comprising at least one step

Cloques D of cleaning the surface of one or

both of the substrates to be bonded

before their surfaces are brought

into contact, characterized in that

the cleaning step is carried out so

that each cleaned surface is little

roughened and in that the bonding

is furthermore preceded by heating

at least one substrate to be bonded,

said heating being initiated before

the surfaces of the substrates are

brought into contact and extended

B at least until they have been brought

F IG 3 into contact. The invention also

- relates to a method of forming a

structure comprising a thin film of

semiconductor material transferred

from a donor substrate to a second

Temperature SC1 substrate, the method comprising

Pin holes the co-implantation of two atomic

species into the donor substrate

so as to create a weakened zone

forming the boundary of thin film

to be transferred, and the bonding of said substrates together, characterized in that the two atomic species are implanted in such a

way that their peaks are offset by less than 200 A in the thickness of the donor substrate, and in that the bonding is carried out
O by the method described above.

QOccurence du défaut >

Température SC1

Defect occurrence

oo0w >

Blisters

20087107029 A1 I} 1010 00 0 00 O

[Suite sur la page suivante]



also relates to a nethod of formng a structure
conprising a thin film of sem conduct or rmterial
transferred froma donor substrate to a se

subst r at eW()2008/107029rA i nd [ M IIIIH)HIIIIIIH‘IIHIIIIHIHIIIHIIIIHIIIHHIIIIIIIIIIII LR

to create a weakened zone form ng the boundary of thin

A 1 KG, KZ, MD, RU, TJ, TM),
b gggg;&g g% @Eﬁw %5}% o he mﬂgﬁg} ﬁgﬁ ¥ (7. DE, D, 5, 55, 11
ﬁ%ﬁ? eri zed, g% E’%LV,MC,MT,NL,PL,
1SIp0H, kG SRERNES, ) Rz IIPL@Dk e’ 1 N SHCEy 8p Weyk A (8817, CF, CG, 1, oM,
LPEa ks, ianes ofit MEIM(DMK] s v, RN 20064, GR, d¢d) ewt Vi, 6RNES SN,aD, TG).
MYz, i omox NIsib SE.1084. G, PRI, PLROt hat t he bonding is

RE &Ur §e 8.0t SGpIK. SheMat R d!: aMscPllbb@d above.

TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, ZA,ZM,ZW. —  avec rapport de recherche internationale
(84) Etats désignés (sauf indication contraire, pour tout titre

de protection régionale disponible) : ARIPO (BW, GH,

GM, KE, LS, MW, MZ, NA, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM,

(57) Abrégé : Linvention propose un procédé de collage de deux substrats entre eux au cours duquel on procéde & la mise en contact
des surfaces desdits substrats, comprenant au moins une étape de nettoyage de la surface de 1'un et/ou 'autre des substrats a coller
avant la mise en contact de leurs surfaces, caractérisé en ce que 1'étape de nettoyage est réalisée de maniére a ce que chaque surface
nettoyée soit peu rugosifiée, et en ce que le collage est en outre précédé d'un chauffage d'au moins un substrat a coller, ledit chauffage
étant initié avant la mise en contact des surfaces des substrats et prolongé au moins jusqu'a leur mise en contact. L'invention porte
également sur un procédé de formation d'une structure comprenant une couche mince en matériau semi-conducteur transférée d'un
substrat donneur sur un second substrat, le procédé comprenant la co- implantation de deux especes atomiques dans le substrat
donneur de maniére a créer une zone de fragilisation délimitant la couche mince a transférer, et le collage desdits substrats entre eux,
caractérisé en ce que les deux especes atomiques sont implantées de telle sorte que leurs pics présentent un décalage inférieur a 200
A dans I'épaisseur du substrat donneur, et en ce que le collage est réalisé par le procédé décrit plus haut.



